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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成31年4月4日(2019.4.4)

【公表番号】特表2018-512495(P2018-512495A)
【公表日】平成30年5月17日(2018.5.17)
【年通号数】公開・登録公報2018-018
【出願番号】特願2018-500862(P2018-500862)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｋ  11/08     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/50     (2010.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/13357  (2006.01)
   Ｂ８２Ｙ  20/00     (2011.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/88     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/56     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｋ   11/08     ＺＮＭＧ
   Ｃ０９Ｋ   11/02     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   33/50     　　　　
   Ｇ０２Ｆ    1/13357  　　　　
   Ｂ８２Ｙ   20/00     　　　　
   Ｃ０９Ｋ   11/88     　　　　
   Ｃ０９Ｋ   11/56     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成31年2月20日(2019.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コロイド状半導体ナノプレートレットの集合体であって、前記集合体の構成要素のそれ
ぞれが、
　第１半導体材料を含むコアまたは第１半導体材料／第２材料を含むコア／シェル、を含
む初期ナノプレートレットと、
　前記初期ナノプレートレットの表面に第２半導体材材料を含むシェルと
を備え、
　前記シェルの厚さが０．２ｎｍ～５０ｎｍであり、
　前記集合体は、光照明下で１時間後、蛍光量子効率が５０％未満の減少を呈する、
コロイド状半導体ナノプレートレットの集合体。
【請求項２】
　１００℃における蛍光量子効率が、２０℃における集合体の蛍光量子効率の少なくとも
８０％である、請求項１に記載のコロイド状半導体ナノプレートレットの集合体。
【請求項３】
　コア及びシェルを構成する材料が、材料ＭｘＥｙ（式中、
　Ｍは、第Ｉｂ族、第ＩＩａ族、第ＩＩｂ族、第ＩＩＩａ族、第ＩＩＩｂ族、第ＩＶａ族
、第ＩＶｂ族、第Ｖａ族、第Ｖｂ族、第ＶＩｂ族、第ＶＩＩｂ族、第ＶＩＩＩ族、又はそ
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の混合物から選択され、
　Ｅは、第Ｖａ族、第ＶＩａ族、第ＶＩＩａ族、又はその混合物から選択され、
　ｘ及びｙは、独立して、０～５の１０進数である）を含む、請求項１又は２に記載のコ
ロイド状半導体ナノプレートレットの集合体。
【請求項４】
　前記コア及びシェルを構成する材料は、材料ＭｘＥｙ（式中、
　Ｍは、Ｚｎ、Ｃｄ、Ｈｇ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｒｕ、
Ｏｓ、Ｍｎ、Ｔｃ、Ｒｅ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｖ、Ｎｄ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｂｅ、
Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｔｌ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ａｓ、Ｓ
ｂ、Ｂｉ、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、
Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、又はその混合物であり、
　Ｅは、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｎ、Ｐ、Ａｓ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、又はその混合物であ
り、
　ｘ及びｙは、独立して、０～５の１０進数である）を含む、請求項１～３のいずれか一
項に記載のコロイド状半導体ナノプレートレットの集合体。
【請求項５】
　ホスト材料、好ましくはポリマーホスト材料と、前記ホスト材料に包埋される発光半導
体ナノ粒子とを含むナノプレートレット膜であって、前記発光半導体ナノ粒子の少なくと
も２０％が、請求項１～４のいずれか一項に記載のコロイド状半導体ナノプレートレット
である、ナノプレートレット膜。
【請求項６】
　前記ホスト材料中に分散した散乱素子をさらに含む、請求項５に記載のナノプレートレ
ット膜。
【請求項７】
　前記ナノプレートレット膜は、前記ナノプレートレット膜のＯ２及びＨ２Ｏへの曝露を
低減するように構成される層に囲われる、請求項５又は６に記載のナノプレートレット膜
。
【請求項８】
　前記ナノプレートレット膜は、青色ＬＥＤに付着されている、請求項５～７のいずれか
一項に記載のナノプレートレット膜。
【請求項９】
　前記ナノプレートレット膜は、少なくとも１つの遮断層で被覆されている、請求項５～
８のいずれか一項に記載のナノプレートレット膜。
【請求項１０】
　前記遮断層は、ガラス、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラート）、ＰＤＭＳ（ポリジメ
チルシロキサン）、ＰＥＳ（ポリエーテルサルフォン）、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレ
ート）、ＰＣ（ポリカーボネート）、ＰＩ（ポリイミド）、ＰＮＢ（ポリノルボルネン）
、ＰＡＲ（ポリアリレート）、ＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン）、ＰＣＯ（多環
式オレフィン）、ＰＶＤＣ（ポリ塩化ビニリデン）、ナイロン、ＩＴＯ（酸化インジウム
スズ）、ＦＴＯ（フッ素麻薬中毒の酸化スズ）、セルロース、Ａｌ２Ｏ３、ＡｌＯｘＮｙ

、ＳｉＯｘＣｙ、ＳｉＯ２、ＳｉＯｘ、ＳｉＮｘ、ＳｉＣｘ、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２、セラ
ミック、有機修飾セラミック、及びその混合物である、請求項９に記載のナノプレートレ
ット膜。
【請求項１１】
　好ましくは４００～４７０ｎｍの範囲の波長を有する光源と、請求項５～１０のいずれ
か一項に記載のナノプレートレット膜とを含む光学システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の光学システムと光ガイドプレートとを備えるバックライト付きユニ
ット。
【請求項１３】
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　青色又はＵＶ光と、請求項１～４のいずれか一項に記載のコロイド状半導体ナノプレー
トレットとを備える散乱システム。
【請求項１４】
　請求項１２に記載のバックライト付きユニットと、赤色、青色、及び緑色のフィルター
のセットを含む液晶ディスプレイパネルとを備える液晶ディスプレイユニットであって、
前記ナノプレートレット膜は、光学的に、前記光源と前記液晶ディスプレイパネルとの間
にある、液晶ディスプレイユニット。
【請求項１５】
　請求項１１に記載の光学システム、請求項１２に記載のバックライト付きユニット、又
は請求項１４に記載の液晶ディスプレイユニットを備える表示装置。
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